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  چكيده

. فتسپس مشخصات نوري مانند ميزان عبور و گاف نوري آن مورد بررسي قرار گر. د  به روش تبخير حرارتي تشريح مي شو AZOدر اين مقاله ابتدا نحوه ساخت لايه  نازك
عمليات , س از لايه نشانيپ.  درجه سانتي گراد انتخاب شد150 زيرلايه از جنس شيشه و دماي زير لايه در حين لايه نشاني  در كار حاضر, بود  نانومتر100ضخامت لايه ها 

  .شد مرئي انجام - فرابنفشطيف سنج نوريتوسط  هامشخصه نگاري نوري نمونه. درجه سانتي گراد انجام شد550 و 450اي حرارتي به مدت يك ساعت در دو دم
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Abstract 

 
In This Paper, At First Deposition of AZO Thin Films By Vacuum Reactive Thermal Evaporation Is Described. Then, 
Its Optical Properties Such as Transparency and Optical Gap Were Studied. Film Thicknesses were 100 nm, and In 
The present work, Glass Substrates Were Selected. And During the Deposition, Temperature of Substrates Was 150 oC. 
Samples Were Annealed for one Hour At Two Temperatures 450 and 550 oC. Optical Characterization of These 
Samples Were Done By UV-Visible Spectrophotometer. 
 
PACS No 

  
  مقدمه

لايه  TCO(Transparent Conductive Oxide)لا يه هاي نازك 
هاي هادي شفاف اكسيدي هستند كه عمدتاً از موادي مانند اكسيد 

 AZO و كسيد روي آلاييده به آلومنيوم ITOاينديوم آلاييده به قلع 

از بهترين اين روشها . به روش هاي مختلف ساخته مي شوند... و
 با استفاده از اسپاترينگ و همچنين لايه مي توان به روش ساخت

اگر چه ]. 4و3و2و1[اشاره كردPLD نشاني به وسيله ليزر پالسي
روش هايي مانند استفاده از تبخير به وسيله پرتو الكتروني و تبخير 
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حرارتي و همچنين روشي مثل سل ژل و اسپري پايروليز و غوطه 
ساخت اين لايه ور سازي در حمام شيميايي نيز از جمله روشهاي 

اما در روش اول كه امكان ساخت لايه با كيفيت بالا . ]3[ها هستند
وجود دارد در تهيه نمونه هاي با خلوص بالا و با درصد هاي 

 در ساخت TCOكاربرد لايه هاي . مختلف مشكلاتي وجود دارد 
 و ساخت ادوات الكترو نوري مانند سلولهاي LCDصفحات 

طي گزارشهاي ارائه شده ]. 2و3[ردن نام برا مي توا.... خورشيدي و
 AZOدر مقالات درصد عبور و همچنين مقاومت سطحي لايه هاي 

لذا تمايل براي ساخت لايه .  بهتر است ITOبه مراتب از لايه هاي 
  .]4[ افزايش يافته استAZOهاي 

  آزمايشروش 
حدود (در اين فعاليت لايه هاي اكسيد روي با ناخالصي آلومينيم 

شرايط .].5و6[به روش تبخير حرارتي ساخته شده است) ددرص3
آزمايش به اين صورت بود كه، به وسيله  دو بوته مقاومتي در 

ساخت جهاد  JDM 250سيستم مدل (سيستم لايه نشاني خلا بالا 
در حضور گاز اكسيژن در فشار جزئي ) دانشگاهي صنعتي شريف 

 ميلي بار 10-6فظه به  ميلي بار ساخته شده ابتدا فشار مح10-4حدود 
در حدود ] 7[رسيد و پس از گرم كردن زير لايه هاي شيشه ايي 

در حين لايه نشاني .  درجه سانتي گراد ، لايه نشاني انجام شد150
براي , به وسيله سيستم گرداننده] 8[فرايند گرم كردن زير لايه 

 مگا هرتزي 6يكنواختي و يك دستگاه ضخامت سنج بلور كوارتز
پس از لايه . اندازه گيري ضخامت لايه استفاده شده استبراي 

 نانومتر لايه ها در كوره در اتمسفر هوا در مدت 100نشاني به اندازه 
 درجه سانتي گراد حرارت دهي 550و450يك ساعت در دو دماي 

  ].9[شدند
  بحث 

، به وسيله  دستگاه طيف سنج AZO پس از ساخت لايه هاي نازك 
درصد )1(شكل .  وجذب لايه ها اندازه گيري شدنوري ميزان عبور

 550و450 حرارت دهي شده در دماهايAZO عبور نمونه هاي 

 AZO10/45درجه سانتي گراد را نشان مي دهد كه به ترتيب به نام 
  . نامگذاري شده اندAZO10/55و 

AZO Trans (Ser1= AZO 1045,Ser2=AZO 1055)
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   حرارت دهي شدهAZO درصد عبور نمونه هاي ) 1(شكل 

  
 مربوط به گاف نواري نمونه نيز Egميزان  با توجه به رابطه اورباخ 

 و براي لايه 2,9 برابر  ITOاين مقدار براي لايه] 10[بدست آمده اند
) 2( در شكل . بدست آمده است  الكترون ولت 3 برابر AZOهاي 

گذار  بطور خلاصه براي  AZOمحاسبه شكاف انرژي براي لايه 
  . آمده استغير مسقيم
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   AZO دن ميزان شكاف انرژشي براي نمايش بدست آور) 2(شكل 

  
  

  نتيجه گيري 
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شفافيت قابل ملاحظه و پايين بودن گاف , با توجه به روش ساخت
نوري لايه هاي اكسيد روي آلاييده به آلومينيم در مقابل لايه هاي 

  .اكسيد اينديوم آلاييده به قلع در اين تحقيق بدست آمده است
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